Field effect transistors

Transistors & effet de champ - Feldeffekt-Transistoren
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TYPE |Ves|Vos| In|Prot|Toper| s |Ves| Tpss |Vps|Vesoge |Vps| o |os |Ves|To |Yes| [Yos] Ciss ¢ [N+
°1 at at (a) (@ (@ T E
G V=0 Veg = O vl s
Vivim| oW | °C nA | Vv mA v v V]ina 1 V V InA mmho |kHz|uwho |[kHz | pF |MHz| pF |{MHz| dB [MHz [MQ
maximax|max| max | max max min-max min -~ max min-max max max max max
BFS76 140 | 40| 50]360 0,25) 20| 8 - 80 | 15{0,8- 4 150,51 0 |10 18118 1 N| 1of
BFS77 |30 | 30| 50(360 0,25) 15|50 15f4 =10 {15 lo,5 | o }i0 18118 1 N| 1iof
BFS78 |30 | 30| 50{360 0,25| 15|20 -100 | 15{2 -6 [i5 |0,5 | o |10 18|18 1 N| 110f
BFS79 (30 | 30| S0{360 0,25| 15| 8 - 80 | 15{0,8- 4 {15 {0,5 | o0 |10 18|18 1 N| 1iof
BFS80 (30 | 30(°10{300 1 200 5 - 15| 15{2,5- 6 |15 |1 1510 4,5-7,5 | 1 | 0,05{ 1 4012 Pl 4 (400 [1kn|{N| 110ad
BFTI0 |40 | 40[°25]300 | 150 | 0,8 | 20|10 10 10| o 6 -20 1 6r | 151 1,57 13| 1,4'|100 | 1ka|N|NS274c
BFTI) |25 | 25{°10{300 | 150 10 10 10| o 6 -15 1 18 | 18] 6 15 PINS274c
BFWIO [301| 30{ 20{300 | 200 | 0,1 | 20| 8 - 20 | 15 8 |15 [o,5 | 15] 0 3,5-6,5 | 1 |85 1 st |o,8] 12,5 00]|ikaN| 110ad
B { 30 30 3zo 300 | 200 { 0,t | 20| 4 - 10| 15 6 {150,515 ¢ 3,0-6,5 | 1 {50 t 501 1{0,8 (1] 2,5/[100 | 1xa{N]| 110ad
BFW1 and BFWI3 sece Addendum
BFWS4 {50 | 50§ 107150 | 2007 0,1 | 30| 2 - 10} 15 6 115 lo,5 | 15| 0 3,0-6,5 { 1 |20 1 61 1|3 1 [ | o N| 110
BFWSS [50 | 50| 10{150 | 200 | 0,1 | 30| 2 - 10 ] 15 6 (150,515} 0 3,0-6,5 | 1 |20 1 61113 1 so | 10 N| 1i0
BFWS6 |50 | 50| 10]150 | 200 | 0,1 | 30| 2 - 10 15 6 J1510,5| 15| 0 3,0-6,5 | 1 |20 1 6| 1|3 t 2 |10 N| 110
BFW6E {25 | 25 20(300 | 200 | i 200 2- 20| 15 8 (15 {1 15{0 2 -6,5 1185 1 611 |2 N{ 110ad
BFW96 |30 | 30| S0|200 30 | 30{0 - 4,5(20 |20pa| 20 s 11,3 1 64| 1| v N| 110ad
BSRS6 40| °50| 360 0,25 20|50 - 15 o010 18| 178 ) N
BSR57 40] °50| 360 0,25 2020 -100 | 15 o |10 18] 1|8 1 N
BSRS8 40{ °50[ 360 0,25 20 8 - 80| 15 oo 18| 1] 8 ! N
BSV38 (25 | 25{ 10(300 { 150 | 0,25] 15|50 104 -10 (15 (0,5 {0,75] O {20 25 1 18 (1 (8 1 NINS148b
Bsv38p|25 | 25| 104150 | 150 | 0,25] 15|50 10/4 -10 |15 |0,5 10,75 0 |20 25 1 18| 1|8 ! N[NS142
BSV39 (25 | 25| 10{300 | 150 | 0,5 | 15| 8 ~100 | 10[0,8- 6 |15 |0,5 |0,75| o l20 70 ! 18| 1|8 i N[NS148b
BSV39P(25 | 25| 10[150 | 150 | 0,5 | 15| 8 -100 | 10|0,8= 6 |15 [0,5 {0,5 | 0 |20 70 1 18| 1 (8 1 N|NS142
BSVI8 |40 | 40|°50|350 | 175 | 0,25] 20|50 153,75-11 |15 |1 jo Jio 25 9 3] 1 o] |s 1 N| 110f
85v79 (40 | 40|°50|350 | 175 | 0,25| 20|20 15/2,0 -7 f15s [t to Jio 40 a3 ol 1 |s 1 N| 110f
BSVBO |40 | 40[°50{350 | 175 | 0,25] 20|10 15/1,0 - 5 |15 |1 0 10 60 0 ¥ 1 1wl 1|5 1 N[ 110f
BSV81 (10 | 30[502|200 | 125 | 0,01| 10 5 10|t lo s 0,5 1 N| 110af
Addendum:
BFWI2 |30 | 30{ 106|150 | 200 | 0,1 | 10| 1 -5 15 2,5{15 |0,5 [15 | o 2 1130 |1 501 o,8 1 NINS274¢
BFw137 30 | 30| 10|150 | 200 | 0,1 | 10|0,2-1,5 | 15 1,215 |o,5 |15 | o 1 1o i s|t]o,8 1 N|NS274¢
BF900 20| 50|150 100 | 5/ 3-30] 35 5 115 [20u |15 |(8)|10 ' '
BF9057 20| 40150 100 | 5| 2-251 15 5 015 |20 |18 Es; 7 A S 14025 L] 27 200 e8| S350
BF961 20| 30|200 10| 5 2-251 15 4 |15 |20 I T]e3 | 1] 2,50 200 N [NS350
b ¥ | 200
N[NS364
BFQ20 |40 | 40| °1p| 38 0,3~ 1,5 15/0,5- 4 {15 | 0,515 - '
BFQ21 |40 | 40| °10| 38 0,3- 1,5 150,54 |15 | o For I B I 72 ! (Avgg =25mv) N| 18
BFQ25 25! 10| 300 107 lu0” el . o'g lz 308u 0685—1,2 1| 2 1 701 |2 1 (aVgg =50mV) N[ 118
~40 - 1 - 16| 1 100" 1 i 1
BFQ26 | see BFQIS but : I /I . = 0,9 min inbtead of 0,95 min| 8 st N8
1
]
H
H
i
(') typical value (a) The cond%tions apply to all parameters (1) Open drain (5) at VGS =10V ;v s =0
") minimum value marked with (a), unless otherwise noted. (33 peak ©) ac sy D
i i 1
(1) maximum value (3) Max tDS(on) at VGS =0 ; ID =0 {7) MOS-FET-TETRODE
(4) at I =1 mA = . -
D 8y ac v, =0V, Voo = 4V




